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太陽電池をはじめ III-V 系デバイスの低コスト化に向けた様々な研究開発が進められている。

III-V 系半導体のエピタキシャル成長には一般的に単結晶半導体基板が必要である。高価な単結晶

基板をいかに安価にできるかというアプローチで、エピタキシャルリフトオフ（ELO）法[1-3]が注

目されている。ELO プロセスによりデバイス層をホスト基板から分離することで、薄膜デバイス

として独立に稼働させることが可能になる。また、分離後の基板を次回以降の成膜に再利用する

ことで、その再利用回数分だけ基板コストが削減できる。 

本シンポジウムでは、III-V 系多接合太陽電池への応用に向けた大面積、高速 ELO 技術開発、

および基板再利用技術開発に関する取り組みを中心に講演する。 
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